Oulun yliopisto / Piirit ja jarjestelmét tutkimusyksikkod

Elektroniikkasuunnittelun perusteet (52431A)
Tentti 27.9.2016

1. a) Midritd kuvissa 1 ja 2 kulkevat virrat (I1, 12) ja jannitteet (U1, U2).
b) Mitoita kuvan 3 operaatiovahvistinkytkennin vastukset siten, ettd ldhtojdnnite on 5 Vpp.

2. Laske pddstokaistalla kuvan 4 kytkennin jénnitevahvistus seki tulo- ja ldhtdresistanssit, kun
transistorin virtavahvistuskerroin 3 on 100.
a) RE2CE -kytkettynéi
b) Rg2Ck -kytkemiittd
¢) Cg—kytkettynd, Rg; =0

3. a) Miki on kuvan 5 transistorin M1 toimintapistevirta (Ins ) silloin, kun Vo on
kéyttdjannitteiden puolessavilissd (suurin piirtein)?
b) Mika tulisi tilldin M1:n Vgs:n olla (dc-bias)?
c¢) Miké on ac-vahvistus v,/v; toimintapisteen ympéristossi?

4. Esitd kolmituloisen CMOS-NAND (JA EI) —portin rakenne transistoritasolla. Merkitse
kuvaan ns. pull-up — ja pull-down —verkot ja niiden logiikkafunktiot.

HUOM! Kaavoja ja piensignaalimalleja viimeiselld sivulla.
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Kaavoja ja piensignaalimallit
Aktiivinen toiminta-alue
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Ty = Zsr—:wja Vge = 0,7 V transistorin johtaessa.
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